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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文 件 代 替 GB/T14146—2009《硅 外 延 层 载 流 子 浓 度 测 定 汞 探 针 电 容—电 压 法》,与

GB/T14146—2009相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了本文件的范围,包括规定的内容和适用范围(见第1章,2009年版的第1章);

b) 删除了规范性引用文件中的GB/T1552,增加了GB/T1551、GB/T6624、GB/T14264(见第2
章,2009年版的第2章);

c) 增加了术语和定义(见第3章);

d) 更改了试验条件的要求(见第4章,2009年版的6.2);

e) 删除了汞探针电容-电压法原理中的公式,更改了原理的表述(见5.1,2009年版的第3章);

f) 增加了样品制备、测试仪器操作、测试机台维护后的汞探针调试对测试结果影响的干扰因素

(见5.2.1);

g) 更改了样品表面、汞、装汞毛细管对测试结果的影响(见5.2.2、5.2.3、5.2.4,2009年版的4.1);

h) 增加了确定补偿电容用标准样片厚度对测试结果的影响(见5.2.7);

i) 增加了补偿电容归零调整或数值确定、电容测量电路串联电阻、校准仪器用质量监控片对测试

结果的影响(见5.2.8、5.2.9、5.2.10);

j) 更改了“试剂”中去离子水、氮气的要求(见5.3.4、5.3.5,2009年版的5.3、5.5);

k) 增加了“试剂”中压缩空气的要求(见5.3.6);

l) 更改了电容仪的要求[见5.4.1c),2009年版的6.1.2、6.1.3];

m) 更改了汞探针电容-电压测试仪器中数字伏特计的要求[见5.4.1d),2009年版的6.1.3];

n) 增加了甩干设备、烘干设备、密闭烘烤腔的要求(见5.4.2、5.4.3、5.4.4);

o) 增加了样品处理后表面目检应光亮洁净的要求(见5.5.1),更改了样品的化学试剂处理步骤

(见5.5.2,2009年版的7.1~7.4),增加了采用非破坏性方法对样品进行钝化处理的步骤(见

5.5.3);

p) 删除了“仪器校准”中低电阻电极的制备(见2009年版的8.4),“试验步骤”中增加了对应内容

(见5.7.2);

q) 增加了“试验数据处理”(见5.8);

r) 更改了“精密度”(见5.9);

s) 增加了无接触电容-电压法测试载流子浓度的方法(见第6章);

t) 更改了试验报告的内容(见第7章,2009年版的第11章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)与全国半导体设备和材料标准

化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC203/SC2)共同提出并归口。
本文件起草单位:南京国盛电子有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、中电晶华

(天津)半导体材料有限公司、有研半导体材料有限公司、河北普兴电子科技股份有限公司、浙江金瑞

泓科技股份有限公司、瑟米莱伯贸易(上海)有限公司、无锡华润上华科技有限公司、义乌力迈新材料

有限公司。
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硅外延层载流子浓度的测试

电容-电压法

1 范围

本文件规定了电容-电压法测试硅外延层载流子浓度的方法,包括汞探针电容-电压法和无接触电

容-电压法。
本文件适用于同质硅外延层载流子浓度的测试,测试范围为4×1013cm-3~8×1016cm-3,其中硅

外延层的厚度大于测试偏压下耗尽层深度的两倍。硅单晶抛光片和同质碳化硅外延片载流子浓度的测

试也可以参照本文件进行,其中无接触电容-电压法不适用于同质碳化硅外延片载流子浓度的测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T1551 硅单晶电阻率的测定 直排回探针法和直流两探针法

GB/T6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T14847 重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

3 术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验条件

4.1 环境温度:22℃±3℃,温度波动小于±2℃。

4.2 环境湿度:30%~50%。

4.3 测试环境应有电磁屏蔽、去静电装置、良好接地的测试机台、工频电源滤波装置,周围无腐蚀性气

氛及震动。

5 汞探针电容-电压法

5.1 原理

汞探针与样品表面接触,形成一个肖特基结。在汞探针与样品之间加可调偏置电压,使得肖特基结

的势垒宽度向外延层中扩展,势垒扩展宽度处的样品载流子浓度可由肖特基结的势垒电容、电容与电压

的变化率以及汞探针与样品的有效接触面积计算得到。
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